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１．概要（Summary） 

本研究は、高耐電圧かつ超高速で駆動する光伝導ス

イ ッ チ （ Photoconductive Semiconductor Switch, 

PCSS）を利用した荷電粒子加速器の開発を目的として

いる。申請者らは、既存の高周波加速方式の加速電界強

度の限界を超えるため、新たに「電界集中型加速方式」と

いう新たな高電圧発生方法を考案し、本原理を用いた粒

子源・加速管の開発に着手している。開発を行っている

PCSSには、耐電圧が高くパルス立ち上り時間が速いガリ

ウムヒ素（GaAs）基板を採用し、マスクレス露光装置や蒸

着装置を用いて基板上に電極構造を作製した。本年度も

引き続き、加速器開発に共通した PCSS の開発とその電

気特性の評価を行ってきた。 

２． 実験（Experimental） 

 高速マスクレス露光装置 

 12連電子銃型蒸着装置 

 高圧ジェットリフトオフ装置 

 ウェハ RTA装置 

 プラズマ CVD装置 

 酸化膜ドライエッチング装置 

【実験方法】 

本研究では、NIMS 微細加工 PF において PCSS の

作製を行い、KEK ではそのスイッチ単体の各種電気特

性の評価試験を行った。NIMSでは、主に GaAs基板上

に電極を取り付けることと、スイッチの耐電圧を上げるため

に絶縁膜処理を行った。まず、GaAs基板上に高速マスク

露光装置を用いて電極構造をパターニングし、その上か

ら金などを 12連電子銃型蒸着装置で蒸着した。高圧ジェ

ットリフトオフ装置でリフトオフし、電極と当該基板をオーミ

ック接合とするため、ウェハ RTA 装置でアニールした。最

後に、プラズマCVD装置を用いて基板表面にSiO2の絶

縁膜をコーティングし、スクライバーを用いて切り分け、

PCSS を完成させた。作製した PCSSは、KEKにて直流

高電圧を印加し、ON 抵抗や立ち上がり時間などの半導

体スイッチの基本的な動作特性を評価した。 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Fig.1は、本研究にて開発した GaAs PCSSを用いるこ

とで生成したパルス電圧波形の一例を示している。本研

究にて開発した PCSS は、ON 抵抗が 5Ωと非常に小さ

く、またパルスの立下り時間が 10 ns以下と非常に高速で

パルスを切れる素子であるということが確かめられた。これ

らの性能は、開発当初、目標としていた PCSS の性能を

上回るもので、非常によい半導体スイッチを製作すること

ができたといえる。 

  

Fig.1 Electrical pulse generated by GaAs PCSS 
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